ANEXO AL TEMA 4 FISICA DEL ESTADO SOLIDO II




ESTRUCTURA DE BANDAS E INTERVALO DE ENERG{A PROHIBIDA PARA ALGUNOS SEMICONDUCTORES
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MASA EFECTIVA EN BANDA DE CONDUCCION PARA SEMICONDUCTORES MAS TiPICOS
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Material Bandgap Relative
(eV) Dielectric
Constant
C 55,1 5.57
Si 1.124,1 119
Ge 0.664,1 16.2
SiC 2416,1 9.72
GaAs 1.424,D 13.18
AlAs 2.153,1 10.06
InAs 0.354,D 15.15
GaP 2.272,1 11.11
InP 1.344,D 12.56
InSb 0.230,D 16.8
CdTe 1.475,D 10.2
AIN 62,D 9.14
GaN 344,D 10.0
ZnSe 2.822,D 9.1
ZnTe 2.394,D 8.7

Material Electron Hole
Mass Mass
(mg) (mgp)
AlAs 0.1
AlSb 0.12 mgs=0.98
GaN 0.19  m} =060
GaP 082  mi =060
GaAs 0.067  mjj,=0.082
miy, =045
GaSb 0042 m¥,,=040
Ge  my=164  mj,=0044
m;=0082  mj;, =028
M gys=0.56
InP 0073  m¥, =064
InAs 0.027 mi,s =04
InSb 0.13 m,e =04
Si m;=098  mf,=0.16
m;=0.19  mj, =049
Mmyys=1.08

Propiedades de algunos semiconductores. D e | indican
transicion directa e indirecta respectivamente. Los datos
mostrados corresponden con una temperatura de 300K.
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ELECTRONES Y HUECOS EN UN SEMICONDUCTOR INTRINSECO
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Densidad de estados en banda
de valencia y conduccion y
funcion de Fermi. Las dreas
representan la concentracion
de electrones y huecos en el
caso de que el nivel de Fermi
esté en el centro del intervalo
de energia prohibida.
Mostramos ampliacion de las
zonas cerca de los bordes de
banda de valencia y banda de
conduccion.



ELECTRONES Y HUECOS EN UN SEMICONDUCTOR INTRINSECO

Aproximacion de Maxwell-Boltzman:
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ELECTRONES Y HUECOS EN UN SEMICONDUCTOR INTRINSECO

En un semiconductor intrinseco y bajo la aproximacion de Maxwell-Boltzman:
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En todo semiconductor intrinseco Il = P
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ELECTRONES Y HUECOS EN UN SEMICONDUCTOR INTRINSECO

Consecuencias:

—(Ec — Er) —(Er — Ey)
n=p = N.exp ( T ) = Ny exp ( T ) = operando
Ny 1 3 my, 1
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N¢ 2 4 e
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AR | m
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ELECTRONES Y HUECOS EN UN SEMICONDUCTOR INTRINSECO
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Concentracion de portadores intrinsecos
en diferentes semiconductores en funcion
de la temperatura.
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ELECTRONES Y HUECOS EN UN SEMICONDUCTOR INTRINSECO
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El intervalo de energia prohibida depende del
parametro de red del material



MOVILIDAD EN UN SEMICONDUCTOR
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Dependencia de la movilidad con la temperatura:

La movilidad de ve sélo afectada por la red cristalina: u; o T =3/2

. . : . T+3/2 . : .
La movilidad de ve sdlo afectada por impurezas ionizadas: p; ~ , donde N, es el numero de impurezas ionizadas @
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MOVILIDAD EN UN SEMICONDUCTOR
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DEPENDENCIA DE LA RESISTIVIDAD CON LA TEMPERATURA EN UN SEMICONDUCTOR
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Relacidn entre la concentracion de electrones y
la conductividad en funcion del inverso de la
temperatura en silicio.



